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RECENZJA

w postepowaniu habilitacyjnym dr inz. Piotra Kowalika, dotyczgca osiggniecia naukowego
pt. Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystoréw warstwowych
i fotowoltaice oraz dorobku naukowo-badawczego, organizacyjnego, dydaktycznego,
wspoOtpracy naukowej i popularyzacji nauki Habilitanta

DOKUMENTACJA | PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA RECENZJI

Podstawa opracowania recenzji byta uchwata nr 9/2021 Rady Dyscypliny Naukowej automatyka,
elektronika i elektrotechnika (AEIiE) Politechniki Slaskiej z dnia 30 marca 2021 r. zmieniajaca
uchwate nr 68/2020 Rady Dyscypliny AEIE dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powotania komisji
habilitacyjnej oraz pisma L.dz. RD/AEE/59/2020/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, ktore
otrzymatam od Pani prof. dr hab. inz. Moniki Kwoka, Przewodniczacej Rady Dyscypliny AEIE
Politechniki Slaskiej, w ktorym zostatam poinformowana o powotfaniu mnie w skfad komisji
habilitacyjnej w roli recenzenta, w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr inz. Piotra
Kowalika, ubiegajacego sie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej AEIE

Otrzymatam dostep do dokumentacji ztozonej przez dr inz. Piotra Kowalika:

» whniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego (pdf),

e autoreferat wjezyku polskim i angielskim (pdf),

» wykaz dorobku habilitacyjnego (pdf i wersja papierowa),

e kopia dokumentu po$wiadczajacego posiadanie stopnia doktora (skan),
* monografia habilitacyjna (pdf i wersja papierowa).

Recenzje przygotowatam stosujac kryteria oceny zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi
w tym zakresie:
- rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie
kryteriéw oceny osiggnie¢ osoby ubiegajacej sie 0 nadanie stopnie doktora habilitowanego (Dz. U. Nr
196, poz. 1165z p6zn. zm.),
- art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce D. U. 2018, poz.

1668 z pozn. zm.).

SYLWETKA HABILITANTA

Dr inz. Piotr Kowalik ukonczyt studia magisterskie na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Slaskiej uzyskujac w roku 1996 dyplom magistra inzyniera na podstawie
pracy dyplomowej magisterskiej pt. Stanowisko do pomiaru sity termoelektrycznej. Promotorem pracy
dyplomowej byt prof. dr inz. Stawomir Konczak. Po ukonczeniu studiéw Habilitant podjat prace
w Instytucie Elektroniki Wydziatu Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej na
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stanowisku asystenta (1996-2001). W roku 2001 uzyskat stopien doktora nauk technicznych broniac
pracy zatytutlowanej Wytwarzanie i badanie wiasciwosci elektrofizycznych cienkich hybrydowych
warstw rezystywnych NiCr+NiP. Promotorem pracy doktorskiej byt prof. dr inz. Stawomir Konczak.
Od roku 2001 do dzisiaj jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroniki Wydziatu
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej.

OCENA OSIAGNIECIA NAUKOWEGO | DOROBKU NAUKOWEGO
Omowienie osiggniecia naukowego

We wniosku o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr inz. Piotr Kowalik, jako
osiggniecie naukowe, przedstawit monoautorskg monografie pt. Zastosowanie warstw opartych na
stopie Ni-P w technologii rezystorow warstwowych i fotowoltaice, wydang w 2017 roku przez
Wydawnictwo Politechniki Slaskiej. Opiniodawcami monografii byli prof. dr hab. inz. Andrzej
Dziedzic i prof. dr hab. inz. Matgorzata Jakubowska.

Przedstawiona do oceny monografia jest podsumowaniem prac Autora prowadzonych na
Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Slaskiej w Gliwicach po obronie
rozprawy doktorskiej. Praca ta liczy 143 strony i sktada sie z 7 rozdziatéw konczacych sie tam, gdzie
jest to konieczne, spisem literatury tematycznej (w sumie 143 pozycje bibliograficzne). Rozdziat 2
i pierwsza cze$¢ rozdziatu 3 (3.1.1, 3.1.2) sg wprowadzeniem do tematyki monografii (od str. 16 do
53). W drugiej czesci rozdziatu 3 i w rozdziale 4 Habilitant opisuje wyniki badan domieszkowanych
warstw bazujacych na stopie Ni-P (od str. 55 do 106). Rozdziat 5 to opis modelu matematycznego
wytwarzania warstw metoda bezpradowa dla konkretnych parametréw procesu (od str. 111 do 126).
Rozdziat 6 przedstawia opis prac nad zastosowaniem warstw Ni-P w fotowoltaice (od str. 127 do 140,
czyli 13 stron). W ostatnim rozdziale Autor podsumowat rezultaty swoich prac badawczych.

Przedmiotem badan Habilitanta byty amorficzne warstwy rezystywne bazujgce na stopie Ni-P, jak
rowniez warstwy Ni-P domieszkowane miedzia, wolframem oraz kobaltem, wszystkie wytwarzane
metoda metalizacji bezpradowej (redukcji chemicznej). Przeanalizowany zostat réwniez wpltyw
zastosowania dodatkowej warstwy Ni-Cr (napylanej) na parametry elektryczne tzw. rezystora
hybrydowego Ni-Cr+Ni-P. Opracowane przez Autora technologie pozwolity na uzyskanie warstw
0 rezystancji powierzchniowej od 0,2 do 100 Q/m. Habilitant skupit sie na kompleksowym opisie tych
technologii oraz na badaniu wiasciwosci fizykochemicznych i elektrycznych nanoszonych warstw
stopowych. Wykonat takze badania eksploatacyjne prébnych serii rezystoréw Ni-P z domieszkami
oraz rezystoréow Ni-Cr+Ni-P. W wyniku przeprowadzonych badar okreslit wptyw zmiany struktury
stopu amorficznego, w trakcie stabilizacji termicznej, na podstawowe parametry elektryczne
rezystorow warstwowych (rezystancja na kwadrat i TWR). Opracowat roéwniez program
komputerowy, ktéry umozliwia przewidzie¢ parametry elektryczne produktu koncowego - rezystora
warstwowego. Model ten zostat stworzony na podstawie danych doswiadczalnych, ktére dotycza
jednego rodzaju kapieli chemicznej. Zastosowanie programu komputerowego jest wiec ograniczone
tylko do tych konkretnych parametréw procesu osadzania warstw. W koncowej czesci monografii
Autor opisat catkowicie nowe badania, ktére przeprowadzit w ITE-Oddziat Krakéw, nad
zastosowaniem warstw Ni-P oraz Ni-Cu-P do metalizacji ogniw fotowoltaicznych. W podsumowaniu
dodatkowo stwierdzit, ze mozliwe jest zastosowanie warstw Ni-P w technice LTCC.

Tak wiec, po doktoracie Habilitant brat udziat w dalszym rozwijaniu i doskonaleniu technologii
rezystorow warstwowych i warstw przewodzacych bazujacych na stopie Ni-P, otrzymywanych metoda
bezpradowej metalizacji. Za najwazniejsze osiggniecia naukowe Habilitanta mozna uznac:

1 Optymalizacje technologii warstw Ni-P pod katem minimalizacji TWR rezystorow

warstwowych.

2. Okreslenie wptywu dodatku miedzi, wolframu lub kobaltu oraz procesu stabilizacji termicznej

na parametry rezystoréw (rezystancje powierzchniowa, TWR, skfad chemiczny).

3. Opracowanie technologii rezystoréw warstwowych Ni-Cr+Ni-P.

4. Przeprowadzenie badan eksploatacyjnych probnych serii rezystoréw Ni-P z domieszkami oraz

rezystorow Ni-Cr+Ni-P.



5. Opracowanie modelu matematycznego i programu komputerowego (Matlab) pozwalajacego
na okreslenie parametrow procesu technologicznego rezystora na podstawie zadanych jego
parametrow (rezystancji, TWR).

6. Opracowanie technologii selektywnej metalizacji ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem
warstw bazujacych na amorficznym stopie Ni-P.

Cze$¢ monografii od potowy rozdzialtu 3 do konca pracy oceniam pozytywnie, spos6b
przeprowadzenia badan jest prawidlowy i dobrze udokumentowany, a wyciggniete wnioski sg jasne
i precyzyjne. Nalezy podkreslié, ze zastosowanie warstw Ni-P w technologii rezystoréw warstwowych
nie jest nowym, oryginalnym zagadnieniem naukowym. Prace te Habilitant wraz ze
wspdtpracownikami prowadzit przez catg swoja kariere naukowa. Na podobny temat w 2013 roku
opublikowana zostata monografia dr inz. Zbigniewa Pruszowskiego pt. Amorficzne rezystywne stopy
dwusktadnikowe typu Ni-P o charakterze metalicznym wytwarzane metoda redukcji chemicznej.

Po przeczytaniu monografii stwierdzam, ze jej poczatkowy fragment zostat przepisany
z rozprawy doktorskiej Habilitanta pt. Wytwarzanie i badanie wtasciwosci elektrofizycznych cienkich
hybrydowych warstw rezystywnych NiCr+NiP, Politechnika Slaska, Gliwice, obronionej w 2001 roku.
Tytuly pierwszych rozdziatéw, podrozdziatéw, teksty kolejnych akapitow, rysunki i tabele sg
doktadnie przepisane z pracy doktorskiej. Pordwnujac obie prace stwierdzitam, co nastepuje:

Rozdziat. 2. Rezystor podstawowe pojecia i wymagania techniczne: tekst wprowadzenia jest
identyczny jak w doktoracie.
2.1. Podstawowe pojecia: tekst i wzory identyczne jak w doktoracie.
2.2. Podstawowe wielkosci znamionowe: tekst, 3 tabele i wzory sg identyczne, jak w doktoracie,
w monografii pominieto tylko rysunek 2.1 orazjego opis.
2.3. Klasyfikacja rezystordw: tekst jest prawie identyczny, jak w doktoracie. Pominigeto rysunek 2.4
i skrocono tekst w koncowej czesci podrozdziatu.
2.4. Rezystor w obwodzie pradu statego: tekst i rysunek 2.2 jest identyczny, jak w podrozdziale 2.5.1
pracy doktorskie;j.
2.5. Rezystor w obwodzie pradu zmiennego: tekst, wzory i rysunki 2.3-2.6 sg identyczne, jak
w podrozdziale 2.5.2 pracy doktorskiej. W monografii autor pomingt rysunek 2.9 i 2.10 oraz ich
opis.
2.6. Rezystor w obwodach impulsowych: tekst i wzory sg identyczne, jak w podrozdziale 2.5.3
pracy doktorskiej.
2.7.4. Stanowisko badawcze: rysunki 2.7- 2.9 sg takie same, jak w rozprawie doktorskiej (Rys. 5.5,
5.6 i5.7).

Sumarycznie, w rozdziale 2 Habilitant przepisat ok. 19 stron ze swojej pracy doktorskiej.

Rozdziat 3. Wytwarzanie rezystorow warstwowych z warstwa rezystywna Ni-P
3.1. Osadzanie warstw metalicznych metoda metalizacji bezpradowei: tekst, poza kilkoma zdaniami,
oraz tabela 3.1 sg identyczne, jak w rozprawie doktorskiej.
3.1.1. Operacie technologiczne wystepujace w procesie metalizacji chemicznej: akapity tekstu na str.
43 (Odttuszczanie, Trawienie) i na str. 44 (Uczulanie, Aktywacja) sg identyczne, jak w pracy
doktorskiej. Akapity na str. 46 (Mechanizm procesu metalizacji chemicznej, Przebieg procesu
redukcji w kapieli alkalicznej), na str. 47 i 48 (Przebieg procesu redukcji chemicznej w $rodowisku
kwasnym) oraz na str. 49 i 50 sg identyczne, jak w pracy doktorskiej. Rysunki 3.2 i 3.3 byly
zaprezentowane w pracy doktorskiej, jako rysunki. 4.5 i4.6.
3.1.2. Struktura otrzymanych warstw metalicznych oraz iei modyfikacja wywotana procesem
stabilizacji termicznej: 3 akapity sg przepisane z pracy doktorskiej.
3.1.3. Wydajno$¢ procesu niklowania: tekst, wzory, rysunek. 3.4 i tabela 3.2 sg identyczne, jak
w rozprawie doktorskiej.
3.2.3. Wplyw stezen podstawowych substratdw procesu metalizacji chemicznej na rezystancie
powierzchniowg warstwy Ni-P i TWR rezystorow testowych: tabela 3.3 jest taka sama, jak tabela



4.14 w pracy doktorskiej (strona 82), tabela 3.4 jest taka sama, jak tabela 4.16 w pracy doktorskiej
(strona 85).

W rozdziale 3 Habilitant przepisat ok. 14 stron ze swojej pracy doktorskiej. Podsumowujac,
okoto 33 strony monografii sg przepisane z rozprawy doktorskiej. Nalezy podkresli¢, ze w tej czesci
pracy, ani pozniej, Autor nie zacytowat swojej pracy doktorskiej.

Cytowana w ocenianej monografii literatura pochodzi gtéwnie z lat 80. i 90. XX wieku oraz
z poczatku XXI wieku. Liczbe prac opublikowanych poézniej niz w 2010 roku, cytowanych na korcu
kolejnych rozdziatéw pokazano w ponizszej tabeli.

Prace opublikowane Catkowita liczba
Nr rozdziatu w latach 2011 -2017 cytowanych publikacji
1 3 n
2 0 12
3 4 53 (w tym 4 publikacje Habilitanta)
4 3 55 (w tym 3 publikacje Habilitanta)
5 0 2
6 6 10 (w tym 2 publikacje Habilitanta)

Podsumowujac mozna stwierdzié, ze tylko 16 publikacji cytowanych przez Habilitanta w calej
monografii pochodzi z lat 2011- 2017 (na 143), w tym jest 9 prac Habilitanta. W ocenianej monografii
Autor zacytowat 17 wspétautorskich publikacji (w nawiasie obok nazwiska Habilitanta podano jego
procentowy udziat w przygotowaniu publikacji):

1

2.

10.

11.

12.

13.

Kowalik P. (50%), Wrobel E., Mazurkiewicz J., 2016, Electrical parameters of solar cells with
electrodes made by selective metallization, Microelectronics International, Vol.33 Issue 1, pp. 36-41,
Wrébel E., Kowalik P. (50%), Mazurkiewicz J., 2015, Selective metalization of solar cells,
Microelectronics International, Vol. 32, Issue 1, pp. 1-7.

Kowalik P.(50%), Pruszowski Z., 2015, Resistive Ni-W-P layers obtained by Chemical metallization
method, Przeglad Elektrotechniczny, R. 91, nr 9, s. 105-106.

Kowalik P. (40%), Pruszowski Z., Kulawik J., Czerwinski A., Pluska M., 2014, Changes in TCR of
amorphous Ni-P resistive films as a function of thermal stabilization parameters, Microelectronics
International, Vol. 31, Iss. 3, pp.24-28.

Kowalik P. (55%), Pruszowski Z, Filipowski W. 2014, Wptyw podstawowych parametrow
wytwarzania stopéw Ni-Co-P oraz Co-P na rezystancje i temperaturowy wspotczynnik rezystancji,
Elektronika, R. 55, nr 9, s, 64-66.

Pruszowski Z., Kowalik P. (50%), 2012,Influence of kinetics parameter of electroless nickel plating in
order to optimalisation electrical parameters of Ni-P resistive layers, Elektronika, Vol. 9, s. 77-80.
Pruszowski Z., Kowalik P. (40%), Filipowski W., 2011, Wptyw podstawowych parametrow procesu
technologicznego wytwarzania stopu rezystywnego Ni-P na rezystancje i TWR warstwy rezystywnej
osadzonej na podtozu glinokrzemianowym, Przeglad Elektrotechniczny R. 87, Nr 7, s. 136-139.
Pruszowski Z., Kowalik P. (50%), 2010,Wytwarzanie stabilnych warstw rezystywnych metodg
bezpradowej metalizacji, Przeglad Elektrotechniczny R. 86, Nr 6, s. 276-278.

Pruszowski Z., Kowalik P. (35%), Ciez M., Kulawik J., 2009, Influence of solution acidity on
composition structure and electrical parameters of Ni-P alloys, Microelectronics International, Vol. 26,
No. 2,pp.24-28.

Kowalik P. (50%), Pruszowski Z., 2009, Wytwarzanie warstw rezystywnych typu Ni-Cu-P,
Elektronika, R. 50, nr 10, s. 12-14,

Kowolik P. (95%), Pruszowski Z, 2008, Model matematyczny wiazacy parametry elektrofizyczne
warstw rezystywnych Ni- P z parametrami procesu bezpragdowej metalizacji, Elektronika, R. 49, nr 11,
s. 68-70.

Kowalik P. (50%), Pruszowski Z., 2008, Impulsowa stabilizacja warstw rezystywnych Ni-P,
Elektronika, R.49, nr 11, s. 66-67.

Pruszowski Z., Kowalik P. (95%), 2008, Thermoelectric force in Ni-P resistive layers, Elektronika, R.
49, nr 11, s,70-71.



14. Pruszowski Z., Kowalik P. (40%), Ciez M., 2007, Preparation of resistive NI-W-P layers in strong
acidic technological solution, Proceedings of XXXI International Conference IMAPS Poland, pp. 237-
240.

15. Kowalik P. (40%), Pruszowski Z, Filipczyk M., 2006, Fabrication of Co-P resistive layers by Chemical
method, Proceedings of XXX International Conference IMAPS Poland, pp. 165-167.

16. Pruszowski Z., Kowalik P. (40%), Waczynski K., 2002, Types of resistive layers basing on alloys of
transition metals and semiconductors produced using Chemical reduction method and applied for the
production of fixed film resistors, Proceedings of European Microelectronics Packaging and
Interconnection Symposium EMPS, Cracow, Poland, pp.324-327.

17. Kowalik P. (95%), Pruszowski Z., 2002, Hybrydowe warstwy rezystywne NiCr+NiP, Elektronika, R.
43, nr 3, s. 23-25.

Wsréd powyzszych publikacji brakuje samodzielnej pracy Habilitanta, w dziewieciu pracach jest
on pierwszym autorem, a tylko w trzech pracach wkiad Habilitanta byt dominujacy (wiekszy niz
50%). Szes¢ z wymienionych publikacji ukazato sie w czasopismach z listy JRC (Impact Factor
odpowiednio: 0,737; 0,519; 0,659; 0,244; 0,242; 0,588). Dwie kolejne publikacje, przedstawione
ponizej, ukazaly sie juz po wydrukowaniu monografii, a ich Impact Factor wynosi odpowiednio 0,796
i 0,608.

1 Kowalik P. (50%), Wrébel E., Mazurkiewicz J., 2019, Selective metallization of Silicon and ceramic

substrates, Microelectronics International, Vol. 36 Issue: 2, pp.83-87.

2. Filipowski W., Pruszowski Z., Waczynski K., Kowalik P. (40%), Kulawik J., 2017, Relationship
between resistance, TCR and stabilization temperature of amorphous Ni-P alloy, Microelectronics
International, Vol. 34 Issue 3, pp. 154-159.

Podsumowujac stwierdzam, ze przedstawiona monografia habilitacyjna nie spetnia formalnych
i merytorycznych warunkéw koniecznych do tego, aby uznaé ja za wystarczajaca dokumentacje
dorobku naukowego w postepowaniu habilitacyjnym. Monografia jest w pierwszej czesci przepisana
z pracy doktorskiej, a wiec nosi znamiona tzw. autoplagiatu, a w kolejnej jest kontynuacjg doktoratu.
Jedynie rozdziat 4 i 5 oraz 6 mozna uzna¢ za nowe osiggniecie Habilitanta. Szeroki opis bezpradowej
chemicznej metody wytwarzania warstw stopowych Ni-P mozna znalez¢ réwniez w monografii dra
inz. Zbigniewa Pruszowskiego pt. Amorficzne, rezystywne stopy dwusktadnikowe typu Ni-P
o0 charakterze metalicznym wytwarzane metoda redukcji chemicznej, wydanej w 2013 roku.

W zwigzku z tym uwazam, ze monografia dr inz. Piotra Kowalika nie spetlnia warunkow
istotnego osiggniecia naukowego, ajej wklad w rozwoj dyscypliny naukowej AEIE jest minimalny.

Pozostaty dorobek naukowo-badawczy

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzes$nia 2011 r., w sprawie
kryteriow oceny osiagnie¢ osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, podaje
szereg kryteribw oceny. Skorzystatam z tych kryteriéw, aby podsumowac osiggniecia Habilitanta
(napisane sg czcionka pochylona):

I. Informacja o osiggnieciach naukowych albo artystycznych,

1 Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2a Ustawy; dr int Piotr Kowalik
przedstawit monografie habilitacyjng pt. ,,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P
w technologii rezystoréw warstwowych ifotowoltaice”, ktéra stanowi osiggniecie naukowe
bedace podstawg ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

2. Cykl powigzanych tematycznie artykutdbw naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2b Ustawy
- nie dotyczy,

3. Wykaz zrealizowanych oryginalnych  osiggnie¢  projektowych,  konstrukcyjnych,
technologicznych lub artystycznych, zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2c Ustawy - nie dotyczy.

Il. Informacja o aktywnosci naukowej albo artystycznej

1 Wykaz opublikowanych monografii naukowych (punkt 1.1) - monografia habilitacyjna.
2. Wykaz opublikowanych rozdziatdw w monografiach naukowych - brak.
3. Informacja o cztonkostwie w redakcjach naukowych monografii - brak.



10.

11

13.

14.

15.

v.

Wykaz opublikowanych artykutéw w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji
niewymienionych w pkt 1.2) - 25 publikacji, wtym 9z listy JCR, z tego 6 w czasopi$mie

0 zasiegu miedzynarodowym (w tym 2 p6Zniejsze niz monografia); 16 publikacji nie znajduje
sie w bazie JCR.

Wykaz osiggnie¢ projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych (z zaznaczeniem pozycji
niewymienionych w pkt 1.3) - brak.

Wykaz publicznych realizacji dziet artystycznych - nie dotyczy.

Informacja o wystgpieniach na krajowych lub miedzynarodowych konferencjach naukowych
lub artystycznych, z wyszczegblnieniem przedstawionych wykladéw na zaproszenie
1 wykfaddéw plenarnych - 31 wystgpien konferencyjnych na konferencjach krajowych
i miedzynarodowych organizowanych w kraju; Habilitant nie podat, ktére z nich byly
wygtoszone, a ktére prezentowane wformie plakatu przez Niego osobiscie.

Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub
miedzynarodowych, z podaniem petnionej funkcji - udziat w komitetach organizacyjnych
3 konferencji miedzynarodowych organizowanych w Polsce (LMAPS 2003, 2009, 2018),
funkcja: organizator sesji plakatowych.

Informacja o uczestnictwie w pracach zespotow badawczych realizujgcych projekty
finansowane w drodze konkurséw krajowych lub zagranicznych, z podziatem na projekty
zrealizowane i bedace w toku realizacji, oraz z uwzglednieniem informacji o petnionej funkcji
w ramach prac zespotdw - udziat w 2 krajowych projektach badawczych NCN w charakterze
wykonawcy (w tym jeden projekt byt niezwigzany z tematyka habilitacji).

Czlonkostwo w miedzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych
wraz z informacjg o petnionych funkcjach - czionkostwo w jednej miedzynarodowej
organizacji (IMAPS) ijednej krajowej (PTETIS), nie podanofunkcji.

Informacja o odbytych stazach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym
zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stazu ijego charakteru - jeden
krotkoterminowy staz na Uniwersytecie w Magdeburgu, 25-30.1997, wymiana naukowa
w zakresie pomiaréw w elektronice, byt to staz odbytyjeszcze przed doktoratem.

. Cztonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z informacjg

0 petnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczacego rady naukowej, itp.) -
brak.

Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, w szczeg6lnosci
publikowanych w czasopismach miedzynarodowych - 5 recenzji artykutow przedstawionych
do publikacji w czasopi$mie Microelectronics International.

Informacja o0 uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach
miedzynarodowych - brak.

Informacja o uczestnictwie w zespotach oceniajacych wnioski o finansowanie badan, wnioski
0 przyznanie nagroéd naukowych, wnioski w innych konkursach majacych charakter naukowy
lub dydaktyczny - recenzowanie jednego projektu NCN.

Informacja o wspotpracy z otoczeniem spotecznym i gospodarczym

1. Woykaz dorobku technologicznego - brak.

2. Informacja o wspdtpracy z sektorem gospodarczym - brak.

3. Uzyskane prawa wiasnosci przemystowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub
miedzynarodowe - wspdtautorjednego patentu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Informacja o wdrozonych technologiach - brak.

5. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych na
zamowienie instytucji publicznych lub przedsiebiorcéw - brak.

6. Informacja o udziale w zespotach eksperckich lub konkursowych - brak.

7. Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze Srodowiskami pozaartystycznymi
- nie dotyczy.

Informacje naukometryczne



1 Informacja o punktacji Impact Factor (w dziedzinach i dyscyplinach, w ktérych parametr
ten jest powszechnie uzywany, jako wskaznik naukometryczny) - IF = 4,437 (IF =4,393
wg informacji uzyskanej z biblioteki Politechniki Slaskiej).

2. Informacja o liczbie cytowan publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzglednieniem

autocytowarn - wg Web ofScience: 20 cytowan (razem z autocytowuniami).

Informacja o posiadanym indeksie Hirscha - wg Web ofScience: index Hirscha = 2,

4. Informacja o liczbie punktow MNiSW - nie podano w dokumentacji, wg informacji
uzyskanej z biblioteki Politechniki Slaskiej liczba punktéw MNiSW wynosi 311.

w

Podsumowujac, Habilitant jest wspdtautorem 25 prac naukowych, w tym 9 z listy JCR.
Wiekszos¢ Jego dorobku publikacyjnego jest cytowana w ocenianej monografii. Analizujac wszystkie
publikacje Habilitanta mozna stwierdzi¢, ze sg to prace wieloautorskie (poza oceniang monografig).
Habilitant wystepowat, jako pierwszy autor w 3 pracach opublikowanych w Microelectronics
International, w 2 artykutach opublikowanych w Przegladzie Elektrotechnicznym, w 9 w Elektronice,
w 1 komunikacie w materiatach konferencyjnych IMAPS oraz w 1 komunikacie w materiatach
konferencyjnych EMPC. Habilitant brat udziat w 19 konferencjach krajowych i miedzynarodowych
organizowanych w kraju i byl wspétautorem 31 komunikatéw (pierwszym autorem w 17).
W dokumentacji nie podat, ktére z tych komunikatéw prezentowat osobiscie oraz ktére byly
wygtoszone ustnie, a ktére prezentowane na sesjach plakatowych.

Sumaryczny Impact Factor dla przedstawionego dorobku na dzien ztozenia wniosku, wedtug
Habilitanta wynosi 4,437, a wedtug danych biblioteki Politechniki Slaskiej 4,393. Liczba cytowari
publikacji dr inz. Piotra Kowalika na dzieh ztozenia wniosku wedtug Web of Science wynosi 20, przy
czym nie podano liczby autocytowan. Indeks Hirsha wedtug Web of Science wynosi 2.

Na podstawie przedstawionych danych stwierdzam, ze dorobek naukowy dr inz. Piotr Kowalik po
doktoracie nie stanowi podstawy do nadania mu tytulu naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych (publikacje, konferencje zagraniczne, projekty, staze,
wspotpraca miedzynarodowa). Prace publikowat gtéwnie w czasopismach o zasiegu krajowym,
z czego wynikaja niskie wskazniki naukometryczne. Uwazam, ze dorobek naukowy przedstawiony do
oceny ma takze niewielki wptyw na rozwdj dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika.

OCENA DZIALALNOSCI DYDAKTYCZNEJ | ORGANIZACYJNEJ

Dr inz. Piotr Kowalik dysponuje bardzo duzym doswiadczeniem dydaktycznym, o czym $wiadczy
przygotowanie i prowadzenie wielu zaje¢ ze studentami. Wedtug przedstawionej dokumentacji
opracowat nastepujace przedmioty nauczane na Politechnice Slaskiej w Gliwicach:

1 Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa (wyktady, ¢wiczenia tablicowe)
Hybrydowe uktady elektroniczne (wyktady, ¢wiczenia laboratoryjne)

Technologie montazu elementéw elektronicznych (wyklady, ¢wiczenia laboratoryjne)
Technologie mikroelektroniczne (wyktad, ¢wiczenia laboratoryjne)

Materials and process for electronics technology (¢wiczenia laboratoryjne, zajecia projektowe)
Nowoczesne technologie pozyskiwania i akumulowania energii (wykfady, ¢wiczenia
laboratoryjne)

7. Electrotechnics and electronics (wyktady, éwiczenia laboratoryjne)

8. Electrical engineering (wyktady, éwiczenia laboratoryjne).
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Nie podano informacji, czy opracowane przedmioty byly réwniez przez Niego prowadzone.
Dr inz. Piotr Kowalik wymienit nastepujace przedmioty nauczania, ktére prowadzit na Politechnice
Slaskiej:

1 Przyrzady poiprzewodnikowe (wyktady, ¢wiczenia laboratoryjne i tablicowe, przygotowat

wyktad oraz ¢wiczenia tablicowe)

2. Elementy elektroniczne (¢wiczenia laboratoryjne i tablicowe, przygotowatl wyktad i éwiczenia

tablicowe)

3. Elektronika i miernictwo (éwiczenia laboratoryjne)

Podstawy miernictwa (¢wiczenia laboratoryjne)
5. Technologie informacyjne (zajecia projektowe).

e



Dr inz. Piotr Kowalik byt opiekunem 19 prac magisterskich oraz 11 prac inzynierskich. Szkoda, ze
nie sprawowat opieki naukowej nad zadnym doktorantem, w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego, co $wiadczytoby o Jego samodzielnosci naukowe;j.

Habilitant jest wspotautorem 2 skryptéw dla studentéw: Technologie mikroelektroniczne.
Laboratorium technik warstwowych (2003) oraz Technologie mikroelektroniczne. Laboratorium
technologii potprzewodnikow (2001).

Brat udziat w corocznych dniach otwartych Politechniki Slaskiej i swojego Wydziatu, Festiwalu
Nauki w Zorach (2018) oraz w wielu spotkaniach z miodziezg szkot $rednich (2017-2018).

Po doktoracie uzyskat 5 nagréd Rektora Politechniki Slaskiej w Gliwicach za osiagniecia
organizacyjne (2013, 2014, 2015, 2016, 2018).

Z powyzszego wynika, ze dziatalno$¢ dydaktyczna i organizacyjna dra inz. Piotr Kowalika byta
znaczna i z calg pewnoscig zastuguje na uznanie. W tym zakresie, Habilitant spetnia wymagania
stawiane kandydatom ubiegajgcym sie o0 nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych.

WNIOSEK KONCOWY

Podsumowujac stwierdzam, ze pomimo duzych osiggnie¢ dydaktycznych i organizacyjnych,
dr inz. Piotr Kowalik po doktoracie nie posiada wymaganych osiagnie¢ naukowo-badawczych.
Przedstawiona do oceny monografia zatytutowana ,,Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P
w technologii rezystoréw warstwowych ifotowoltaice™, nosi znamiona autoplagiatu (brak cytowania
pracy doktorskiej) i nie mozna jej uzna¢ za catkowicie nowe, oryginalne osiggniecie naukowe.
Publikacje Habilitanta sa wieloautorskie i nie majg widocznego zasiegu miedzynarodowego. Nie ma
tez podstaw aby uznaé, ze prace te wnoszg znaczny wkiad w rozwdj dyscypliny naukowej automatyka,
elektronika i elektrotechnika.

Na podstawie przedstawionego mi do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
organizacyjnego, wspotpracy naukowej i popularyzacji nauki stwierdzam, ze Pan dr inz. Piotr
Kowalik nie spetnia ustawowych kryteriow zgodnie z art. 219, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85 z pbézn. zm.), ktére sa stawiane
kandydatom ubiegajgcym sie o stopien doktora habilitowanego.

Uwazam, ze dr inz. Piotr Kowalik nie jest w petni uksztattowanym i samodzielnym pracownikiem
naukowym. Biorac pod uwage powyzsze, nie popieram wniosku dr inz. Piotra Kowalika o nadanie mu
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie
automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Prof. dr hab. inz. Anna Gérecka-Drzazga



